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Şək. 1. ZnTe nazik təbəqələrinin buraxma spektri. 

 

 
Şək. 2. ZnTe nazik təbəqələrinin udma spektri. 
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Düzləndirici və omik xassələrinə malik olan metal - yarımkeçirici keçid-

lərində (MYK) təmas materiallarının müxtəlif çıxış işlərinə malik olan sərhəd 
səthlərinin məhdudluğu hesabına keçidin periferiya boyunca əlavə elektrik 
sahəsi (ƏES) yaranır [1]. Bu elektrik sahəsi həm keçidin səthaltı hissəsinidə 
potensial çəpərin formalaşmasına təsir edir, həm də keçidi əhatə edən ya-
rımkeçiricinin və metalın sərbəst səthlərinin potensialının (çıxış işlərinin) 
dəyişməsinə səbəb olur. Eyni zamanda, kontaktaltı hissədə pətensial çəpərin 
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sərhəd boyunca qeyri-bərabər hündürlükdə paylanması baş verir və kontakt 
səthinin kənar hissəsinin potensial çəpərinin hündürlüyü daxili hissəsindəki 
hündürlükdən az olur. MYK-nın ümumi təmas səthi iki potensial çəpərli enerji 
quruluşu ilə ifadə olunur. Atom qüvvə mikroskopu (AQM) əlavə elektrik sahə-
sinin yaranma prosesini və onun enerji parametrlərini bilavasitə ölçməyə 
imkan verir.  

GaAs yarımkeçirici lövhənin planar səthinin və onunla təmasa gətirilmiş 
diametri D =50 mkm olan qızıl metal nazik təbəqənin təmas və sərbəst səth-
lərinin AQM tədqiqi nəticəsində alınan relyef və potensial təsvirləri şəkil 1a və 
1b-də göstərilmişdir. 

             
  a)     b) 

 Şək.1. Au-nGaAs keçidlərinin Atom qüvvə mikroskopu ilə alınmış  
relyef və potensial təsvirləri. 

 
Yarımkeçirici lövhənin səthində diametri 50 mkm və qalınlığı 0,3 mkm 

olan dairəvi qızıl nazik təbəqənin şəkil 1a-da göstərildiyi kimi çevrə ilə hüdud-
lanan aydın relyef təsviri müşahidə olunur. Şəkil 1b-dəki yarımkeçirici lövhə-
nin səthinin dairəvi qızıl nazik ilə birlikdə potensial təsvirindən görünür ki, 
açıq rəngli yarımkeçirici səthində tünd rəngli dairəvi qızıl təbəqə eni l =20 
mkm olan dəyişən rəngli həlqə ilə əhatə olunur. Bu isə o deməkdir ki, həlqənin 
eni boyunca səth potensialı Au və GaAs–nin çıxış işlərinin fərqi qədər dəyişir. 
Bu potensial dəyişməsi təmas səthinin potensial çəpərinin ФВ hündürlüyü ilə 
yarımkeçirici və metalın sərbəst səthlərinin ФY və ФM çıxış işlərinin fərqi 
hesabına yaranan ƏES-nin potensialına bərabər olur. Yarımkeçiricinin peri-
feriya boyunca səthaltı hissədə ƏES-nin UC potensial düşgüsü yaranır. Bu 
səbəbdən, AQM təsvirlərlə aşkar edildiyi kimi, metal–GaAs keçidləri təmas 
səthinin daxili və periferiya hissələrinin potensial çəpərlərinin hündürlükləri 
ФВ1 və ФВ2 olan ikiçpərli energetik qurluşla təsvir olunur. 

Metal – GaAs keçidlərində periferiya boyunca ƏES hesabına UC gərginliyi 
yarandığından xarici gərginlik U=0 olduqda, keçid qısa qapanarsa, xarici 
dövrədən Io cərəyan axar [2]:  

𝐼𝑂 = 𝑆𝑝𝐴𝑇2 ⅇ𝑥𝑝( −
Ф𝐵𝑂

𝑘𝑇
) [ⅇ𝑥𝑝( −

𝑞𝑈𝐶

𝑘𝑇
) − 1]   (1) 
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(1) düsturunda, Sp- keçidin sahəsi, A – Riçardson sabiti, T – mütləq tem-
peratur, k – Bolsman sabiti, ФBO – potensial çəpərin hündürlüyü, q –elektronun 
yüküdür. 
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Tədqiqat işi qeyri-parabolik Keyn modelli sistemlərdə elektron qazının 
termoelektrik hərəkət qüvvəsinin nəzəri tədqiqinə həsr olunmuşdur. Ter-
moelektrik hərəkət qüvvəsinin tapılmış ümumi ifadəsi konkret olaraq akustik 
fononlardan səpilmə halı üçün öyrənilmiş, onun gətirilmiş kimyəvi potensial və 
enerji zonasının qeyri-parabolikliyindən asılılığı nəzəri tədqiq edilmişdir. 

İki zonalı Keyn yaxınlaşmasında qeyri-parabolik enerji spektri üçün 
məlum [1] 

𝜀 (1 +
𝜀

𝜀𝑔
) =

ℏ2𝑘2

2𝑚𝑛
, (1) 

ifadədən istifadə etsək qeyri-standart zonalı sitemlərdə elektron qazının 
termoelektrik hərəkət qüvvəsinin ümumi ifadəsi üçün alarıq: 

𝛼 = −
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𝑒
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burada k -dalğa ədədi, nm -yükdaşıyıcıların effektiv kütləsi,
g - qadağan olun-

muş zonanın eni, r -səpilmə parametri,

𝐽𝑛,𝑘
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- ümumiləşmiş və yaxud ikiparametrli Fermi inteqralı, Tkx 0= , 
gTk  0= -

qeyri-parabolikliyi, 𝜂 = 𝜁 𝑘0𝑇⁄ -gətirilmiş kimyəvi potensialı xarakterizə edən 
parametrlər, 𝑓0(𝑥, 𝜂) = [1 + ⅇ𝑥𝑝( 𝑥 − 𝜂)]−1- Fermi-Dirak paylanma funksiya-
sıdır [2]. Tapılmış (2) münasibətindən göründüyü kimi termoelektrik hərəkət 
qüvvəsi enerji zonasının qeyri-parabolikliyini xarakterizə edən  - parametrindən 

və elektron qazının cırlaşma dərəcəsini göstərən  - parametrindən asılıdır. 

Bu asılılıqları aydın görmək üçün konkret olaraq cırlaşmamış elektron 
qazının akustik fononlardan səpilməsi halında termoelektrik hərəkət qüvvə-
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